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บทคดัย่อ 

 ฟิลม์บางแม่เหลก็ CoFeB ถูกเตรียมข้ึนสภาวะเง่ือนไขของกระบวนการดีซี แมกนิตรอนสปัสเตอร่ิง ลงบน
แผน่รองรับ กระจกและ Si-wafer ภายใตส้ภาวะสนามแม่เหลก็ในขณะเคลือบฟิลม์ เพ่ือศึกษาผลกระทบท่ี
เกิดข้ึนต่อสมบติัเชิงโครงสร้าง สมบติัพื้นผิว สภาพการยดึติดของฟิลม์ สมบติัการนาํไฟฟ้า และสมบติัแม่เหลก็
ของฟิลม์ จากผลการทดลองพบวา่ สมบติัเชิงโครงสร้างของฟิลม์จะดีข้ึนเม่ือเพ่ิมกาํลงัไฟฟ้าในขณะเคลือบโดย
ฟิลม์จะเปล่ียนโครงสร้างจาก อสณัฐานไปเป็นโครงสร้างแบบผลึกบางส่วน ทั้งน้ีเน่ืองจากอะตอมมีพลงังาน
จลน์สูงข้ึนทาํใหเ้กิดการรวมตวักนัเป็นผลึก การเตรียมฟิลม์ลงแผน่รองรับ Si-wafer ใหส้มบติัเชิงโครงสร้างท่ี
ดีกวา่การเตรียมลงบนกระจก จากการถ่ายภาพดว้ยกลอ้งจุลทรรศนแ์รงอะตอม (AFM) พบวา่ ฟิลม์บาง CoFeB 
ท่ีเคลือบลงบนกระจกใหผ้ลต่อลกัษณะฟิลม์ท่ีเรียบ ขนาดของเกรนท่ีเลก็ เม่ือเปรียบเทียบกบัฟิลม์ท่ีเคลือบลง
บนแผน่รองรับ Si-wafer ผลการทดสอบสภาพการยดึติดของฟิลม์บาง CoFeB พบว่า ฟิลม์ท่ีเคลือบลงบนแผน่
รองรับกระจก หลุดลอกออกไดง่้ายกวา่ฟิลม์ท่ีเคลือบลงบนแผน่รองรับ Si wafer นอกจากน้ีกาํลงัไฟฟ้าท่ี
เพ่ิมข้ึนยงัส่งผลต่อสภาพการยดึติดท่ีลดตํ่าลง ทั้งน้ีเน่ืองจากความเคน้ท่ีเกิดข้ึนในเน้ือฟิลม์ การใส่
สนามแม่เหลก็ในทิศทางขนานและตั้งฉากกบัแผน่รองรับในขณะเคลือบฟิลม์ ช่วยเพิ่มคุณสมบติัความเป็น
แม่เหลก็ใหก้บัฟิลม์ CoFeB โดยท่ีสมบติัเชิงโครงสร้างของฟิลม์ไม่เปล่ียนแปลงมากนกั อยา่งไรกต็ามทิศทาง
ของสนามแม่เหลก็กบัส่งผลโดยตรงต่อ สมบติัพื้นผวิและสมบติัทางไฟฟ้าของฟิลม์บาง CoFeB โดยอิทธิพล
ของสนามแม่เหลก็ทาํใหฟิ้ลม์มีความเรียบเพ่ิมมากข้ึน และค่าความตา้นทานไฟฟ้าลดตํ่าลง สรุปไดว้า่เรา
สามารถเลือกเง่ือนไขท่ีเหมาะสมในการเตรียมฟิลม์บาง CoFeB สาํหรับประยกุตใ์ช ้ในงานต่าง ๆ ไดเ้หมาะสม 
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ABSTRACT 
 

        Amorphous CoFeB magnetic thin films have attracted increasing attention owing to their use in 
magnetic heads, magnetic sensors, and planar inductors at high-frequency range that involve giant 
magnetoresistance (GMR), tunneling magnetoresistance (TMR), and magnetoresistance random access 
memory (MRAM). In this work, we investigate the influence of sputtering parameters and applied magnetic 
directions on the CoFeB film properties. CoFeB thin films were prepared on Ti coated on glass and Si 
substrates by unbalanced dc magnetron sputtering. It was found that the structure of a substrate affects to 
crystal formation, surface morphology and adhesion of CoFeB thin films. The X-Ray diffraction patterns 
reveal that as-deposited CoFeB thin film at low sputtering power was amorphous and would become crystal 
when the power increased. The increase in crystalline structure of CoFeB thin film is attributed to the 
crystalline substrate and the increase of kinetic energy of sputtering atoms. Atomic Force Microscopy 
images of CoFeB thin film clearly show that the roughness, grain size, and uniformity correlate to the 
sputtering power and the structure of substrate. The CoFeB thin film on glass substrate shows a smooth 
surface and a small grain size whereas the CoFeB thin film on Si substrate shows a rough surface and a 
slightly increases of grain size. Sticky Tape Test on CoFeB thin film deposited on glass substrate indicates 
the adhesion failure with the high sputtering power. The results suggest that the sputtering power affects to 
intrinsic stress of CoFeB thin film. The different magnetic directions, both in plane and out of plane were 
treated during the deposition processes. The films with and without applied magnetic fields, show the 
similar manner of amorphous structure on both substrate. However, the substrates and magnetic directions 
obviously affect to surface morphology and electrical resistivity. The films deposited on glass substrate 
show smooth surface and high resistivity compared with that on Si substrate. The surface roughness and the 
electrical resistivity of the films decrease with the applied magnetic field in plane and out of plane. 
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